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H24年度 ｢次世代半導体回路構成実用化支援｣　応募用紙（案）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
	ＩＤ（ＳＴＡＲＣ記載）
	

	申請者氏名
	

	所属機関・職名
	

	電子メールアドレス
	

	試作テーマ名
	

	チップ内相乗り　*1

	相乗りの
申請者氏名
	
	相乗りの
試作テーマ名
	

	回路技術分類
	大項目 *2
	
	小項目
	

	試作目的分類
	大項目 *3
	
	小項目
	

	試作検証の狙い
	□新しい回路アーキテクチャ(以下回路アーキと記す)の創出
□新しい回路アーキテクチャによる市場開拓　　　　　　(重みを置く側を選択し□を■に)

	適用アプリ分野
	

	キーワード
	

	既存回路アーキの仕様
	

	本回路アーキの仕様
	

	仕様の確認方法
	

	国際学会発表予定 *4
	学会名　　　　　　　　　　　　　　　　　発表予定　　　年　　月

	ビジネス性　*5
	

	試作希望テクノロジ
	(以下、□は何れかを選択し□を■に)　
□0.35um　　　　　　  　□0.18μm　　　　　　　　□90nm
□65nm　　　　　　　　　 □40nm

	希望チップ面積
	0.35um, 0.18um：　　□1区画
90nm, 65nm：　 □1/4区画,   □1/2区画,   □1区画　　　

40nm：　　□1/4区画,   □1/2区画　　　　　　　　　　　　　　　
90nm, 65nm, 40nmの必要最小区画サイズ：　　　　　区画

	チップ設計遂行
	設計に携わるチーム構成
当該チームの設計試作経験：　　□有,　□無 
有の場合、そのプロセスを記載：　　　　　　　　　　　μm　　　　　　　nm
サインオフツールの確保手段：
その他特記事項：


	デザインハウス（DH）
利用予定
	□有
□無

	利用先DH名：
利用先DHの当該プロセス設計経験：　□有,　□無　
無の場合の期限厳守に向けた施策：

DHへの依頼内容(範囲)：
予定国支援費用：　　　　　　　　　　　　　　　　　万円

	PKG組立予定
	□有
□無
	組立先：
予定PKGタイプとピン数：

	評価遂行
	評価に携わるチーム構成

評価治具の新規作製の必要性の有無　　□有　□無

評価治具を新規に作製する場合の入手予定時期　　　　　月

	スケジュール
	4月
	5月
	6月
	７月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月


	申請者工程
1) 検討

2) 設計

3) 評価～報告
	


	
	

	

	DH工程
1) レイアウト

2) 物理検証

3) テープアウト
	

	
	
	


*1：大学のみ必要に応じて記載　　　　　　　　　　

*2：テーマ分類の回路技術分類の(a)～(g)より選択
*3：テーマ分類の試作目的分類の①～⑧より選択

*4：大学は記載必須
*5：ベンチャー等中小企業は記載必須
試作テーマ提案書　本文　　(以下、項目間のスペースは自由です。また青字は消去してください)　
　　応募内容を明確にするため、上記記載事項の補足を含めて具体的に記載して下さい。

１．背景と目的
        - 技術／市場の動向
        - 提案する回路アーキのアプリ分野

- 既存回路アーキの仕様の詳細（大学の場合は国際学会の論文を引用のこと）
- 技術の問題点と解決すべき課題、市場性／市場開拓の可能性
- 本提案が達成しようとする目的
- その他必要に応じて記載
２．試作内容の提案
        - 本提案の具体的内容　(回路アーキ、方式、目標仕様（スペック）の定量的な記載とその達成手段（原理と方法）の説明等)
　　　　　　- 既存の仕様に対して、目標仕様を決定した経緯の説明

- 仕様達成のためのシミュレーション等による事前検証結果の説明
        - ベンチマークなどによる提案内容のメリットとディメリットの説明
        - 試作検証予定項目の説明
-　実用化に向けて想定される手順
-　その他必要に応じて記載
３．狙いとする効果　
        - 新たな市場の展望　（製品化した時の市場における意義／差異化の程度、など）
-　その他必要に応じて記載
４．その他特記事項など 
応募用紙記入上の注意事項
１．はじめに
応募の採択/非採択を決定づけるものは、本応募用紙による記載の内容次第です。提案の意図が伝わるようご記入ください。特に、以下などの説明にご留意ください。
・目標とされるスペックの定量的な記載とその達成手段（原理と方法など）、ならびにそのメリットの説明（ベンチマークなど）
・実用化に向けて想定される手順

・狙いが市場開拓にある場合、製品化した時の市場における意義、差異化の程度、など
２．応募用紙の記載量
冒頭の定型フォーマット部分を除き、2～3ページ程度にしてください。
３．応募用紙各項目の記載要領
応募用紙の欄の内、＊１～＊５は該当する場合は必ず記載ください。
それ以外の欄は全て記載してください。

「申請者氏名」、「所属機関・職名」、「電子メールアドレス」
・企業の場合は実務遂行責任者を、大学は助教以上(特任を含む)の方を記載してください。
　「試作テーマ名」

・提案内容を総括するテーマ名を記載してください。

「チップ内相乗り」　（大学応募者で以下に該当する場合に記載）
・40nmを希望される大学で、1/4区画または1/2区画を複数の研究室で相乗り利用される場合に、相乗りする予定の各試作テーマ申請者氏名及び相乗りの試作テーマ名を記載してください。
・選定審査は試作テーマ個別に行います。非採択の場合は当該チップに搭載できません。採択された場合は試作テーマ毎に試作検証結果報告書を提出いただきます。採択テーマ間の面積／PADの配分などは当事者間で協議してください。
なお、複数の研究室による共同提案の場合は、チップ内相乗りとはせず、１件の試作テーマとして応募してください。
「回路技術分類」
・【別紙１】の「テーマ分類」の表【回路技術分類】より大項目に相当する番号(a)～(g)の選択と、小項目の記載をしてください。（小項目は表に示された例を参考に自由に記載してください。）
「試作目的分類」
・【別紙１】の「テーマ分類」の表【試作目的分類】より大項目に相当する番号①～⑧の選択と、小項目の記載をしてください。（小項目は表に示された例を参考に自由に記載してください。）

「試作検証の狙い」
・試作検証を行う狙いが、新しい回路アーキの創出か、新しい回路アーキなどによる市場開拓(*)か、重みを置く側のいずれか一方のみを選択してください。
　　　　　(*) 個々の要素技術は従来技術でも‘その新規な組合せ’によって新市場開拓を狙う趣旨のご提案も可能です。
　「適用アプリ分野」、｢キーワード｣
・｢適用アプリ分野｣と｢キーワード｣については、自由にご記入ください(複数記入可)。

｢既存回路アーキの仕様｣
  ・「試作目的分類」の小項目において、現状の技術水準の状況を｢既存回路アーキの仕様｣に、定量的に記載してください。
｢本回路アーキの仕様｣
  ・「試作目的分類」の小項目において、本提案技術の目標スペックを｢本回路アーキの仕様｣に｢既存回路アーキの仕様｣との差が定量的に分かるように説明をしてください。
｢仕様の確認方法｣
  ・｢本回路アーキの仕様｣をどのように確認したか記入してください。（SPICE シミュレーションで確認した　等）
「国際学会発表予定」　　

  ・大学の応募においては、提案の回路アーキが主要国際学会（ISSCC、Symposium on VLSI  Circuits、A-SSCC、CICC、ＥＳＳＣＩＲＣ）に投稿出来るレベルを期待しています。
  ・投稿を計画している学会名、発表予定時期を記載してください。

「ビジネス性」　　

  ・ベンチャー等中小企業の応募においては、提案の回路アーキによるビジネスへの効果（新市場／新規顧客の開拓等）について記載してください。
「試作希望テクノロジ」　　
各テクノロジのスケジュールは下記を予定しています。T/O前のエラーチェックに時間を要する等、想定外の事態もあり得ますので、下記より１週前を目標に設計を進めてください。

送付日については、40nmは、組み立てサンプル送付日、その他はチップ送付日となります。

（チップサンプルを組み立てる場合は３週間程度かかることを想定して下さい。）

40nmは大学のみのご利用となります。
	テクノロジ
	T/O
	送付日

	0.35μm
	9月25日
	12月3日

	0.18μm
	9月20日
	12月10日

	90nm
	9月5日
	12月22日

	65nm
	8月1日
	12月5日

	40nm
	9月15日
	12月26日


 「希望チップ面積」
・以下のご利用が可能です。
なお、大面積ほど審査の敷居が高くなることをご承知おきください。
	プロセス
	１区画チップサイズ
	ご利用いただける区画サイズ
	備考

	0.35μm
	3.8mm ｘ 3.5mm
	１区画のみ
	

	0.18μm
	5mm□
	１区画のみ
	

	90nm
	4.966mm□
	1区画、1/2区画（横長）、1/4区画
	

	65nm
	4.2mm□
	1区画、1/2区画（横長）、1/4区画
	

	40nm
	5mm□
	1/2区画（横長）、1/4区画
	１区画利用原則不可


・90nm, 65nm, 40nmの必要最小区画サイズの記入：　
90nm, 65nm, 40nmでは、委員会（選定）にてチップ面積を縮小調整させていただく場合があります。そのため、試作テーマの提案趣旨が損なわれない最小区画サイズをご記入ください。
「チップ設計遂行」
・設計に携わるチーム構成
大学の場合は、本設計を行う先生、学生の人数構成、ベンチャー等中小企業の場合は、設計する社内、デザインハウスの構成人数を記載してください。
・当該チームの設計試作経験

　　「有」の場合、経験されているプロセステクノロジ（90mnなど）を記載してください。
・サインオフツールの確保手段
試作ファブが指定するサインオフツールを確保する方法を記載してください。（自社保有、利用先デザインハウス保有、など）
・その他特記事項
懸念点等をご記載ください。（IPや特殊機能ライブラリが必須の場合、試作社側で用意していない、あるいは有償であることがありえます。）
「デザインハウス（DH）利用予定」
デザインハウスの利用の有無、利用予定有りの場合は利用状況を記入してください。各テクノロジの設計データが移植されているデザインハウスは【別紙２】に示す通りです。

なお、VDECツールをお使いの大学の試作テーマ提案者は、VDECツールをご利用いただくようお願いします。
・利用先DHの当該プロセスによる設計経験
　【別紙２】に記載されたＤＨを使用する場合は、有を選択して下さい。その他の場合は利用先ＤＨに確認してください。
・無の場合の期限厳守に向けた施策

シャトル試作ではテープアウト期限を厳守いただくことが必須ですが、特に本事業では設計期間が短いため、設計期限を厳守いただく上で、当該プロセスによる設計経験のあるDHを指定されることを希望いたします。止むを得ない事情でそれが困難な場合、期限厳守に向けた施策を記載してください。
・DHへの依頼内容（範囲）
以下の予定国支援費用との関係にご留意して記載してください。
・予定国支援費用
国支援額として記入してください。国支援額は、上限を1000万円とし、デザインハウスに支払う額の2/3（百円の桁で切り捨て）までです。費用の残り1/3、および支援額限度（1000万円）に相当する設計費全額（1500万円）を超過した分は、試作テーマ提案者（応募し採択された方）の自己負担となりますのでご注意ください。
なお、本事業費用の見込み精度を上げるため、応募前にDHと協議いただくことを希望いたします。
「PKG組立予定」
H24年度はPKG組立費用の支援は行いません。
本欄は、本事業の全体日程を把握させていただくために記載いただくものです。
・PKG組立の有無の記載、有りの場合は必要事項を記入してください。
・各テクノロジに関連する組立社は、【別紙２】に参考として挙げています。
「評価遂行」

・評価に携わるチーム構成

本評価を行うチームの構成を記載してください。

・評価治具の新規作製の必要性の有無

・評価治具を新規に作製する場合の入手予定時期
新規に評価基板を開発する場合は、ソケットの入手に２ヶ月程度かかる場合が有りますのでご注意ください。
「スケジュール」

・申請者設計工程とＤＨ設計工程に分けて、青字の記入例を参考に、実現性のある全体スケジュールをご記載ください。設計進捗トレース時の参考にさせていただきます。
４．他プロジェクトとの切り分け

他のプロジェクトで類似の開発をしている場合は、開発の目的や範囲を明確に区別し、本事業に関連する部分について記述してください。また、他のプロジェクト名は、本応募用紙に記載しないようにお願いします。　

【別紙１】
テーマ分類
【回路技術分類】
	記号
	大項目
	小項目の例

	(a)
	ロジック
	・プロセッサ（含むマルチコア構成）
・リコンフィギャラブル回路方式
・デジタル要素回路　等

	(b)
	メモリ
	・SRAM
・特殊機能メモリ(CAM､ FIFO 等)　等

	(c)
	信号伝送
	・有線送受信回路
・光通信回路
・チップ間伝送回路
・信号/電力伝送　等

	(d)
	アナログ
	・デジアナ混載設計方式
・デジアナ混載機能診断方式
・アナログ要素回路(ADC/DAC､PLL/DLL､レギュレータ､ディジタルアシストアナログ 等)
・電源回路　等

	(e)
	RF
	・RFトランシーバ回路
・短距離無線通信方式/回路
・ミリ波通信方式/回路
・RF要素回路　等

	(f)
	モニタ
	・センシング（温度、雑音、等）、それによる態様コントロール　等

	(g)
	その他の回路
	・イメージャ、MEMSの混載　等（More than Moore領域の新回路技術）
・新機能を実現する回路構成　等（測定用/評価用回路技術、新分野／新市場向け機能 等）


	【試作目的分類】
記号
大項目
小項目の例
①
コスト削減
チップサイズ削減、１チップ化、ＣＭＯＳ化 等
②
パワー削減、パワーレス
マルチコア構成、エネルギーハーベスティング 等
③
性能向上（除くパワー削減）
スピード向上、ジッタ削減、ノイズ低減 等
④
小型化
携帯、医療インプラント用 等
⑤
柔軟性
多数（複数）規格対応、基板非依存設計 等
⑥
新規規格対応
H.265、WPAN等
⑦
信頼性向上
耐タンパ性 等
⑧
その他の目的
ディペンダブル性 等



【別紙２】　
　　　　　          デザインハウスおよび組立社

各プロセステクノロジの設計データがすでに移植されているデザインハウスおよび組立社を示します。なお、ここに記載のないデザインハウスを利用頂いた場合の費用についても支援の対象になります。　
	
	デザインハウス

（ﾌﾟﾛｾｽﾃｸﾉﾛｼﾞの設計データが移植されているところ）
	組立社

（ﾌﾟﾛｾｽﾃｸﾉﾛｼﾞに関連する組立会社）

	
	（注）　同表に記載のないﾃﾞｻﾞｲﾝﾊｳｽを利用いただく場合、設計環境の移植に要する時間などを十分にご勘案ください。

また、大学の試作テーマ提案者は出来るだけVDECをご利用ください。
	（注）　所望のﾊﾟｯｹｰｼﾞやﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑなどの事前準備に要する時間に十分ご配慮ください。

	0.35
μm
	・大日本印刷株式会社　電子デバイス事業部
営業第一本部　設計営業課

http://www.dnp.co.jp/semi/j/inquiry/agreement.html
	・株式会社ルネサス北日本ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ

営業本部　http://www.kitasemi.renesas.com/corporate/corp/sales_office

	0.18

μm
	（協議中）

	90nm
65nm
	・財団法人　福岡県産業・科学技術振興財団

（ふくおかIST）　　（次頁注参照）

http://www.ist.or.jp/index.php
	・シーマ電子株式会社
http://www.shiima.co.jp/japanese/contact/contact.html
その他；

左記デザインハウスによっては組立社への発注も含めて対応いただけるところがあります。

	
	・シリコン アーティスト テクノロジー株式会社　　営業部

　　http://www.silicon-artist.com/index.html
・大日本印刷株式会社　　電子デバイス事業部　
営業第一本部　設計営業課

http://www.dnp.co.jp/semi/j/inquiry/agreement.html
・東京エレクトロンデバイス株式会社　　
ECプロダクト統括本部 第三事業部 汎用デバイス部
http://www.teldevice.co.jp/product/e-shuttle/index.html
・凸版印刷株式会社
(株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター)
http://www.toptdc.com/solution/lsipro/fuji.html
・富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社　　

第一開発統括部　第三技術部
http://jp.fujitsu.com/group/qnet/
・富士通マイクロソリューションズ株式会社
https://www-s.fujitsu.com/jp/group/fmsl/contact/form-contact-service.html
・HOYA株式会社
　https://www.hoya.co.jp/japanese/contact/contact.php
	

	40nm
	STARCにご相談ください。


（注）　ふくおかISTは、以下のように他のデザインハウスとは位置づけが異なりますのでご注意ください。

１．ふくおかISTは、試作テーマ提案者が設計ツールを時間単位で利用いただける施設です。ふくおかISTのツール使用料は、本事業での設計費用支援の対象にはなりません。試作テーマ提案者の自己負担となります。

２．ふくおかISTでは他のデザインハウスが行っている設計の受託は行いません。設計はツール利用者で自ら行っていただきます。　但し、本事業で採択されたチップ設計を行う場合は、試作品の水準を確保するために必要な範囲で、専門業者による技術支援を提供します（無償）。

３．ふくおかISTの設計ツールを利用する場合は、ツールベンダーとの利用許諾手続きが必要になる場合があります。許諾の条件（企業規模等）が付されているものもありますので、利用を予定される場合は、お早目にふくおかISTまでお問い合わせください。

応募▽





回路設計   ▽





（青字は記入例です）





評価報告書完▽





チップ評価完▽





治具＿＿＿▽





レイアウト       ▽





物理検証▽





T/O▽








－関係者外秘－

